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[57]申請專利範圍
1.　一種具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器，其包括有：一具厚度的片狀覆蓋層，該
覆蓋層以一第一紫外聚合物製成，其具有一頂面及一底面，該頂面上具有至少一凹陷的

槽溝，該槽溝底部具有光柵圖案；一具厚度的片狀上覆蓋層，該上覆蓋層以相同於該第

一紫外聚合物的材料製成，其具有一頂面及一底面，該底面與該覆蓋層之該頂面結合固

定；及一填滿在該覆蓋層之該槽溝內的核心，該核心以一第二紫外聚合物製成，該核心

之該第二紫外聚合物係由 OG154環氧樹脂與 OG169環氧樹脂以 1：1的重量百分比例混
合而成。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器，其中，該第一
紫外聚合物為 OG146環氧樹脂。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器，其中，該核心
的該第二紫外聚合物，其折射率在 1550奈米之光波長下為 1.550。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器，其維度尺寸為
長度 4厘米，寬度為 1厘米及厚度為 410μ m。

5.　一種具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，包括下列步驟：(a)準備一基
板；(b)將一第一光阻均勻地分散塗佈在該基板一面上； (c)將已設計好的光柵圖案感光在
該第一光阻上，使第一光阻表面產生與設計上相同的光柵圖案；(d)將該基板置入烤箱做
烘烤，再將該基板置入顯影劑中顯影，即可在該第一光阻上產生光柵；(e)於該第一光阻
上覆設一層負光阻；(f)再將該負光阻浸入顯影劑內進行顯影，使該負光阻上形成一道第
一槽溝，且於第一槽溝底部上形成該光柵圖案；(g)以該負光阻作為一母模，將一層稀薄
的聚二甲基矽氧烷(PDMS)薄膜均勻地塗佈在已有光柵圖案的該負光阻母模上，經過烘烤
後，使該聚二甲基矽氧烷薄膜被催化並自該負光阻母模上被剝離，進而獲得一個聚二甲
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基矽氧烷薄膜的模子，該聚二甲基矽氧烷薄膜模子的一面上具有與該負光阻之槽溝形狀

相配合的凸起波導，其波導上具有光柵圖案；(h)將該聚二甲基矽氧烷薄膜模子置放在一
第一基板上，將至少一個間隔子置放在該聚二甲基矽氧烷薄膜模子及一個薄的第二基板

之間，使該聚二甲基矽氧烷薄膜模子與第二基板之間具有間隔而形成一第一滑道，再於

該第一滑道內注入一第一紫外聚合物，該第一紫外聚合物再經紫外光下催化，並將該第

一紫外聚合物自該聚二甲基矽氧烷薄膜模子上剝離，以形成一個具有一槽溝的聚合物模

子，且於該槽溝底部形成有光柵圖案，該聚合物模子可作為一聚合物波導過濾器的一個

覆蓋層；(i)將一聚二甲基矽氧烷薄層塗覆在一第一載片上，該第一載片被 放置在高於聚
合物模子的槽溝上方，且使該第一載片與該聚合物模子之間形成一條由該槽溝所形成的

矩形通道，將一第二紫外聚合物注入到該矩形通道，使該第二紫外聚合物填滿在該聚合

物模子的該槽溝內，在經過紫外線催化後，使該第二紫外聚合物作為一波導核心；及(j)
將該第一載片移除，即完成製造。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，步驟(a)中的基板以紫外環氧樹脂為材料製成。

7.　如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，步驟(d)中烘烤的溫度為 100~120℃，而連續烘烤的時間為 100~140秒，且該基板置
入顯影劑中的時間為 25~35秒。

8.　如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，步驟(h)中的該間隔子的厚度為 400μm。

9.　如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，步驟(h)的該第一紫外線聚合物為 OG146環氧樹脂。

10.   如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，步驟(i)中的該第二紫外聚合物係由 OG154環氧樹脂與 OG169環氧樹脂以 1：1的重
量百分比例混合而成。

11.   如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，於步驟(i)之後，可再進行下列步驟：(a1)以至少一個厚度為 410μ m的間隔子做為間
隔，而將覆蓋層與一個薄的第二載片間隔成一第二滑道； (a2)再於該第二滑道內注入經
紫外線預先催化的聚合物(OG146環氧樹脂)而形成一上覆蓋層；及(a3)經紫外線曝光後而
使覆蓋層與上覆蓋層之聚合物相互交聯而結合固定為一體。

12.   如申請專利範圍第 5項所述之具高分辨率周期結構之聚合物波導過濾器的製造方法，其
中，該第一基板、該第二基板、該第一載片及該第二載片均以玻璃為材料製成。

圖式簡單說明

圖 1為本發明所採用全像術干涉微影系統架構示意圖；圖 2為本發明黃光微影製程之流
程示意圖；圖 3(a)為本發明以原子力顯微鏡(AFM)觀測第一光阻上的光柵圖案；圖 3(b)為本發
明以掃瞄式電子顯微鏡(SEM)觀測第一光阻上的光柵圖案；圖 4為本發明製造流程示意圖；
圖 5為本發明以掃瞄式電子顯微鏡(SEM)觀測負光阻上的光柵圖案；圖 6為本發明以掃瞄式
電子顯微鏡(SEM)以 35°度傾角觀測到 PDMS上的光柵圖案；圖 7為本發明以掃瞄式電子顯微
鏡 SEM以 5°度傾角觀測到聚合物模子上的光柵圖案；圖 8為本發明所採用的模型場測量系
統；圖 9為本發明所量測到的波導模型場； 圖 10為本發明具有分佈 0.5公分長之光柵的波
導，其所具有的傳輸光譜分佈圖；及圖 11為本發明以掃瞄式電子顯微鏡觀測到用以製作非對
稱的布拉格耦合器(ABC)的 PDMS模子之微影圖。
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